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Sistēmas Fe2O3-TiO2 sastāvu ietvaros uzsākti  eksperimentālie pētījumi, par iespēju 

apzināti vadīt nanodaļiņu veidošanos sistēmas Fe2O3-TiO2 pārklājumos. Eksperimentālie 

pētījumi veikti, lai attīstītu divas jaunatklātas metodes, kas dod iespēju  kontrolēt nanodaļiņu  

izmēru un formu. Iegūtie rezultāti liecina, ka iespējams veicināt stieņveida nanodaļiņu 

veidošanos (ar garumu līdz 220 nm), kā arī nodrošināt nanodaļiņu ar diametru līdz  20 nm 
vienmērīgu sadalījumu pārklājuma virsmā.  

Iegūti nanokompozīti pārklājumi sistēmā ZnO-SiO2, izmantojot ar šķīduma metodi 

sintezēto ZnO nanodaļiņu disperģēšanu tetraetilortosilikāta (TEOS) veidotajā solā un sola-gēla 

metodi, izmantojot cinka sāļu un TEOS sola ieguvi. Noteikta iegūto pārklājumu fotokatalītiskā 

aktivitāte. 

Atskaites periodā tika turpināti  eksperimentālie pētījumi par i-Ge paraugu apstarošanu 

ar Nd:YAG lāzera starojumu ar mērķi izveidot p-n pāreju (barjerstruktūru). Piedāvāts jauns 

mehānisms p-n pārejas veidošanai pusvadītājos un tika pierādīts i tipa Ge, izmantojot Volt-

Ampera raksturlīknes. Pielietojot mūsu piedāvāto mehānismu, p-n pārējas veidošana ar 

Nd:YAG lāzera starojumu pieradīta Si arī, ar Cu elektroķīmisko nogulsnēšanu metodi un 

mikrocietības mērījumiem.Turpināti darbi arī par nanokonusu izveidi elementāros pusvadītājos. 

LU Cietvielu fizikas institūta prof. B.Bērziņas vadītā  grupa turpināja  analizēt 

literatūras ziņas, kā arī veica nepieciešamos mērījumus paraugiem -  iegūti fotoluminiscences 

spektri SiO2/Si, CdZnTe, CdZnTe ar 10% Zn un  ZnO/Si paraugiem. Mērījumu rezultāti 

atspoguļojas sagatavotajos un prezentētajos konferenču materiālos. 
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